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A valvula termoidnica

4 Desenvolvida por John Ambrose Fleming em 1906

4 Permite controlar o fluxo de elétrons pela
temperatura
®Razdo do termo TERMOIONICA

A A eletrdonica foi alavancada com essa
descoberta e muitos avangos foram alcangados
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4 O problema mais dificil de resolver estava
na propria tecnologia.

4 Para obter calor é necessario trabalhar com
correntes elevadas e estas exigem
transformadores pesados e grandes

# A fragilidade do invélucro de vidro -
considere que na éepoca (1906) era
necessario o uso de vacuo para ter os
eletrons livres obtidos pela temperatura.

# Evitando detalhes, o fluxo podia ser

controlado pela tensao aplicada em sua
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Uma escalada de tempo

+

® Parando o tempo, recuando alguns anos atras, a valvula
inventada por John Ambrose Fleming (1849-1945)
passou a ser aplicada para retificagao de corrente
alternada (LUZ; ALVARES, 2006, p.299).

# Entretanto, o diodo de juncao foi criado pelo cientista
Russell Shoemaker Ohl (1898-1987) em 1940, algumas
décadas depois do diodo de Fleming (Valvula).

# De um modo ou de outro, o destino final, sem sobra de
duvida seriam os componentes em estado sdlido (ou
Solid State).
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solid State
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Marketing para
informar o uso de
componentes SS==s=== =
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i O principio do semicondutor

# Agora o caminho esta tracado. Os semicondutores sdo a
razao de ordem do dia.

4 De modo estranho, considerando que o efeito do
semicondutor é permitir fluxo de elétrons em um Unico
sentido, ndo se trata de uma propriedade geral de
qualquer material.

#A "No ano de 1869, Dimitri Mendeleev iniciou os estudos
a respeito da organizagdo da tabela periddica dos
elementos através de um livro sobre os cerca de 60
elementos conhecidos nha época, cujas propriedades ele

havia anotado em fichas separadas”
(https://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/)
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Da tabela Periédica.

# Os elementos das colunas (IBl\até
VA sao os que intrigaram os
cientistas por suas propriedades.

A Dentre estes, o Si e o Ge presentes
na coluna({lVA—

# Pode parecer coincidéncia, mas nao é.
Ambos tem 4 elétrons na ultima
camada.

Camadas e Capacidade Maxima de EI(&'!trc;r;:—jI
+ Camada K: 2 elétrons
+ Camada L: 8 elétrons
+ Camada M: 18 elétrons
« Camada N: 32 elétrons

¢« Camada O: 32 elétrons

+ Camada P: 18 elétrons
« Camada Q: 8 elétrons J




Dopagem

Este comportamento foi quimicamente produzido e mesmo
assim, hao deixou de assombrar os cientistas.

Usando basicamente Ge e algum outro elemento como
impureza em quantidade menor, geralmente Indio ou
Fosforo, que chamamos de dopagem.

"A dopagem de semicondutores foi desenvolvida
originalmente por John Robert Noodgqrd a servigo da
Sperry Gyroscope Compqng, durante a 2% Guerra Mundial.
Seu deslocamento para a darea de radares impediu
Woodyard de prossequir na pesquisa de dopagem de
semicondutores. Entretanto, apdés o fim da guerra, sua
patente foi objeto de extenso litigio com Sperry Rand"

http://www.quimica.seed. pr.gov.br/ modules/ conteudo/conteudo.php?conteudo=185
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Processo

# Fundindo as partes

#H Em uma simples explicacao, criamos dois tipos de materiais. Um de
caracteristica POSITIVA, outro de caracteristica NEGATIVA.

# Procedendo um processo de dopagem correto, o material P e o material
N ainda possuem propriedades do Ge mas sao carregados
positivamente ou negativamente. Em outras palavras, temos Ge* e Ge".

e@acontece um fendmeno natural: os elétrons
livres em Ge™ e as lacunas em Get sdo atraidas na divisa do material.
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A zona de depleg&o

# Aqui vemos que surge uma regiao onde as cargas se atraem, mas
procedendo a dopagem corretamente, estas nao tem forga para
migrarem naturalmente de um lado ao outro e temos o surgimento

de uma DDP na emenda (ou mais conhecida como jungao)
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Chamada Zona de Deplecao.
No diodo de Ge = 0.32V e
no Si = 0.65V
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Polarizagio desfavordvel

# Isto, no entanto, ainda ndo explica a semicondugao.
# Vamos entdo aos fatos:

1. O que acontece se alimentarmos uma carga através de uma bateria da
seguinte forma: Muito largo

p N P N
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Ela distorce as D
|

+ cargas da forma: |+
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| |
# Ela aumenta a regido de deplegdo e afasta os elétrons livres da jungao

bloqueando a conducao.
# Quanto maior o valor da bateria, maior é o afastamento
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i Polarizagio favordvel

# Vamos entdo inverter a polaridade da bateria:

Muito estreito

P mm N

: & +E++ 4+ 4 —————
++++++ EEEE —————— ‘_***’ﬂ:_ ——
tEr+r+ LR l-- - """ i ++++ +++ P -~ —====-

# que distorce as
+| cargas da forma: +|
|
I 1

# Ela diminui drasticamente a regiao de deplecao forgcando o fluxo dos
elétrons livres pela juncao.

# Em outras palavras... a corrente flui
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Simbologia e dica

4 Observe que o simbolo do diodo € uma flecha

Katode Anode
= m (+)
E que a ponta da flecha é uma letra K de Katode

K

— i

O qual indica a diregao da corrente convencional i
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Tipos

# Existem varias aplicagdes para o diodo em eletronica:
xIRetificador
x|Zener
®ELED
=ILASER
ETunel
®High Speed
xletc...

#A E claro que cada um tem seu proprio simbolo elétrico
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Modelos

'4
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LED

# De Light Emitting Diode ou diodo emissor de luz

# Sua principal
caracteristica € emitir Luz
quando esta conduzindo
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Um LED de uso geral

A Este usa corrente baixa, maximo de 20 mA e possui uma queda de
tensao constante e cerca de 0.6V . Assim:
Ve = Ve + Vigp

Ve =R X I gp + Vigp

+V

Vi =Rx20x107%+ 0.6

=

——_—V ~ . _ -3
Resis]cor em série T Vi —0.6=RXx20x10
ara limitar a Fmm e m———— -
Eorrente pelo LED I Vf —06 !
diodo Meg =R,
! | 120x 1073 " |
(=3 4 e T EmT T

https://vawaw.electronica-pt.com/led

# Ou seja, o valor de R depende do valor DC aplicado ao LED.
E se passar de 20 mA o LED queima © Prof. Vargasp



Continuaremos mais o
frente com 04 demais

diodos importantes
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